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【Abstract】 
Extrathin films of lying chain or ring molecules can be obtained by vapor-deposition onto a graphite 
(0001) surface. However, compounds with both alkyl chains and an aromatic ring may afford 
peculiar aggregation. Scanning tunneling microscopy reveals that 6,12-dioctylchrysene (DOC) and 
2,8-DOC molecules form linear aggregates with paired chains and the aggregates are packed with 
floating rings, while 2,9-dihexylpentacene molecules are densely arranged with chains alone. There 
exist larger openings in a 6,12-DOC monolayer than in a 2,8-DOC monolayer, which results in 
different temperature and deposition-amount dependences of metastable atom electron spectra and 
ultraviolet electron spectra; subtle changes in the orientation of the ring and chains are disclosed. 
Both DOC form multilayers of lying molecules on a cooled rough metal surface as well, but they 
are converted into those comprising or containing standing alkyl chains upon warming.   
【序】 
超高真空 (UHV) 下で不活性な固体清浄表面に鎖状や平面環状の化合物をごくわず

かに蒸着すると、炭素骨格面を下地に平行にした flat-on 配向で分子が並んだ極薄 (0.3 
~ 0.4 nm) 単分子層が形成される場合が多いが、鎖と環を併せ持つ分子を用いれば、
鎖・環・下地の間の相互作用の兼ね合いで分子構造と成膜条件に依存した特異な凝集
構造が発現する可能性があり、これは、(サブ) ナノマテリアル創成の素構造として有
用である。6,12-ジオクチルクリセン (DOC) 、2,8-DOC 、2,9-ジヘキシルペンタセン 

(DHP) の極~超薄 (数 nm) 膜に対して、走査トンネル顕微鏡 (STM) 観察、準安定励起
原子電子分光 (MAES) 、紫外光電子分光 (UPS) による構造評価を行った。 
【実験】 

UHV下670 Kで加熱清浄化した高配向熱分解グラファイト基板を120 Kに冷却し、
6,12-DOC、2,8-DOC、DHP を 1 ~ 4 ML = δ 蒸着した極薄膜 I6C

 (δ)、I2C
 (δ)、IP(δ) を形成

した。対照試料として、120 K のステンレス基板に 6,12-DOC、2,8-DOC を 10 ML 蒸
着し、膜 II6C、II2Cを形成した。各膜を昇温しながら He* (2 

3S, 19.82 eV) 原子、He I (21.22 
eV) 共鳴線を励起源とする電子スペクトル MAES、UPS の変化を追った。また、別途
形成した膜 I6C

 (1)、I2C
 (1) に対してPtIr探針を用い定電流モードでSTM観察を行った。 

【結果・考察】  
 Fig.1 に室温で観測した I6C

 (1)、I2C
 (1) 膜の STM 像を示す。観測される周期 (a1、a2、γ) 

= (1.6 ± 0.1 nm、1.3 ± 0.1 nm、101 ± 5°)、(2.4 ± 0.2 nm、2.0 ± 0.2 nm、100 ± 6°) に対応する
分子充填モデルを、膜 IP(1) の場合とともに Fig. 2 に示す。DOC の両異性体は、all-trans･
flat-on のオクチル鎖が側面で接触して a1方向に連なった鎖状会合体をつくり、これが 
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